
АНОТАЦІЯ 

 

Розробка гібридно-інтегральної технології енестора: дипломна робота 

бакалавра. / Бєлоусов І. О., група ДП-41, напрям «6.050801 Мікро- та 

наноелектроніка». Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут ім. І. Сікорського», кафедра мікроелектроніки. 2018р. 

Дипломна робота обсягом на 57 ст., містить 17 ілюстративних матеріалів, 11 

таблиць та 22 інформаційних джерел за переліком посилань. 

Об’єктом та предметом дослідження являється енестор.  

Метою роботи являється розрахунок деяких параметрів енестора. 

Методика отримання результатів є зняття ВАХ та дослідження отриманих 

графік ( )I U . 

Енестор є новим напівпровідниковим приладом який знаходиться у стадії 

розробки. Результатами роботи приведений розрахунок КПД та филфактора 

тестового зразку.  

Енестор (Light energy storage), гетерогенні наноструктири, ІІІ-нітридні 

гетероструктури, світлодіод (LED), фотодіод, суперконденсатор (іоністор), MOCVD. 

 

  



ABSTRACT 

 

The development of the hybrid-integral technology of the enestor: graduate thesis of 

bachelor's degree / Bielousov. I. O., group of DP-41, the direction of training «6.050801 

Micro- and nanoelectronics» The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky 

Kyiv Polytechnic Institute", the department of Microelectronics. 2018y. 

Diploma work on the volume of 57p, contains 17 illustrative materials, 11 tables and 

22 information sources in the list of references. 

The object and subject of the study is the enestor. 

The purpose of the work is to calculate some of the parameters of the enestor. 

The method of obtaining results is to withdrawal the VA and study the received 

schedule ( )I U . 

 Enestor is a new semiconductor device that is under development. The results of the 

work include the calculation of the efficiency and the fill-factor of the test sample. 

 Enestor, heterogeneous nanostructures, III-nitride heterostructures, LED, photodiode, 

supercapacitor, MOCVD. 
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